Lazeriniy diody fosforiniy keitikliy Siluminio gesinimo slopinimas
panaudojant hBN daleles
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Dél ekonomiskumo, patvarumo ir patogumo
kietakiiniai Sviesos Saltiniai jau spéjo jsitvirtinti
daugelyje apSvietimo sri¢iy. Taciau esant aukStoms
maitinimo srovés tankio vertéms puslaidininkiniai
Sviestukai patiria naSumo kryti, todél néra itin tinkami
taikymams, reikalaujantiems didelio iSéjimo galios
tankio, pvz. kryptiniam apSvietimui, automobiliy
Zibintams ir pan. Tokiose srityse kur kas pranaSesni
lazeriniai diodai (LD) [1], kurie jau sékmingai taikomi
kai kuriy modeliy automobiliy Zibintuose. Bet Ccia
atsiranda kity problemy — norint iSgauti balta Sviesa
kietakiiniuose Sviesos Saltiniuose naudojami konversijos
fosfore Sviesos keitikliai, kurie, Zadinami intensyvia
lazerio spinduliuote, pernelyg jkaista ir yra pazeidZiami.
Tai ypa€ aktualu silikoniniams Sviesos keitikliams,
kadangi dél mazo silikono Siluminio laidumo pertekliné
Siluma negali biiti nuvedama [2].

Silikoniniy Sviesos keitikliy Zadinimo galios tankj
galima padidinti pagerinus jy Siluminj laiduma. Tai
galima atlikti sumaiSius silikong su Sviesai skaidriomis
ar ja atspindinciomis bei dideliu Siluminiu laidumu
pasizyminciomis dalelémis. Siame darbe nagrinéjama
heksagoninio boro nitrido (hBN) mikrodaleliy jtaka
silikoniniy-fosforiniy keitikliy Siluminiam laidumui,
fotoliuminescencijos intensyvumui, kvantinei iSeigai,
spalvinéms savybéms bei optinés iSéjimo galios
priklausomybei nuo Zadinancio lazerio spinduliuotés
galios tankio [3]. Siekiant jvertinti hBN jtaka minétoms
savybéms, tyrimas atliekamas su dviem skirtingy tipy
fosforais: sparciu temperatiiriniu fotoliuminescencijos
gesimu pasiZzyminciu Eu** legiruotu chalkogenidu, bei
itin stabiliu ir placiai naudojamu Ce*" legiruotu itrio
aliuminio granatu (YAG:Ce). Rezultatai parodé, kad
panaudojant hBN miltelius, silikono Siluminis laidumas
gali biti padidinamas iki penkiy karty. Dél Sios
prieZasties keitikliai su hBN gali iStverti didesnes
7adinimo galias — tai puikiai iliustruoja 1 pav. Cia
oranziné kreivé vaizduoja jprasto 15 wt% silikoninio
YAG:Ce keitiklio optinés iSéjimo galios priklausomybe
nuo Zadinancio lazerio (Aex =442 nm) spinduliuotés
galios tankio, o Zalia kreivé 15 wt% YAG:Ce keitiklio
su 30 wt% hBN milteliais optinés galios priklausomybe.
Oranziné liepsna Zymi Zadinimio galia, kuomet
bandinys paZeidZiamas. Sveikas YAG:Ce + hBN
bandinys pavaizduotas virSutinéje nuotraukoje, o
pazeistas YAG:Ce — apatinéje. IS grafiko galime matyti,
kad keitiklis su hBN dalelémis iStveria didesnes
Zadinimo galias ir juo galime pasiekti daugiau negu

pusantro karto aukStesne maksimalia optine i$éjimo
galia. Tyrimai taip pat atskleidé, kad, papildZius
silikoninius Sviesos keitiklius hBN milteliais, stabilesnis
iSlieka ir ju spinduliuojamos S$viesos spalvis bei
santykinis Sviesinis veiksmingumas.

Konferencijoje pristatomi rezultatai parodo, kad
hBN dalelés puikiai tinka siekiant pagerinti lazeriniuose
dioduose naudojamy  silikoniniy-fosforiniy Sviesos
keitikliy ~ Silumines  savybes,  stabilizuoti  ju
fotoliuminescencijos spektry spalvines charakteristikas
bei padidinti optine i$éjimo galia.
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1 pav. Kairéje: optinés iSéjimo galios priklausomybé
nuo Zadinancios spinduliuotés galios tankio jprastame
YAG:Ce keitiklyje (oranziné) ir keitiklyje su 30 wt%
hBN (Zalia); liepsna Zymi Zadinimo galia, kuomet
bandinys paZeidZiamas; DeSinéje: virSutiné nuotrauka
vaizduoja nepaZeista, apatiné — pazZeistq bandinj
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